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グラフェンを FET のチャネルとするグラフェン FET（G-FET）バイオセンサーは、sub-nMの検出

下限で生体分子を検出可能である [1, 2]。一方で、電荷に敏感であるために不純物等が原因で素子

毎の特性が大きくばらつき、単一の G-FET のみでは再現性が課題となる。本研究では、G-FET を

アレイ状に配置したデバイスを作製し、多数の G-FET を同時に評価するシステムを構築した。グ

ラフェンは CVD 法により合成した。合成したグラフェンは、電極を形成した Si/SiO2基板上に転

写した。転写後、RIE によりグラフェンをチャネル形状に個別化し、多数の G-FET を同一基板上

に得た。作製したデバイスに合うようプローブカードを設計し、基板上全ての G-FET を測定可能

なシステムを構築した。Fig. 1に G-FET アレイの個々の伝達特性と G-FET のディラック点のヒス

トグラムを示す。本システムにより、個々の G-FET のばらつきが容易に可視化された。作製した

G-FET アレイ上にサンプルとしてウシ血清アルブミン(BSA)を含むリン酸バッファーを滴下した。

滴下する BSA の濃度を変えて G-FET の伝達特性を測定した結果、10 fMの濃度から G-FET アレ

イが応答した。本システムを用いて G-FET の特性ばらつきの要因解明を行った。 

 

Fig. 1 (a) IDS-VGS characteristics of graphene FETs. (b) Histogram showing VDirac of graphene FETs 
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